Зависимость характеристик пленок из различных материалов от ориентации в пространстве
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На данный момент вопрос влияния электромагнитного поля на электронику стоит довольно остро, ведь оно оказывает пагубное влияние и может вызывать различные сбои в технике, вплоть до выхода из строя. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы найти оптимальный материал для использования в качестве защиты от такого воздействия.

Нами были исследованы следующие структуры: сплошные пластины алюминия и меди, толщиной 50 мкм, алюминиевые плёнки, напыленные на ситалл, толщиной 3, 5, 10 нм и размерами 15х15 мм, что удовлетворяет условию 10% - го отношения их площади к сечению волновода, это явление позволяет минимизировать воздействия отраженной волны на генератор входной цепи [3]. Данные образцы были помещены в волновод с сечением 32 х 74 мм и подвергнуты воздействию излучения частотой 4 ГГц, при этом их поворачивали вокруг своей оси. Это позволило снять несколько характеристик: ослабление (прохождение), КСВН, а также отношения мощностей прошедшего и падающего излучения, отраженного и падающего и их зависимость от угла поворота. Далее на примере ослабления (Рис. 1) рассмотрим процессы, происходящие с пленкой.
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Рис. 1. Зависимость ослабления от угла поворота

Можно заметить, что при параллельном расположении образцов относительно падающей волны (условный 0 градусов) излучение проходит практически полностью. При перпендикулярной же ориентации образцы уже имеется достаточно сильное ослабление волны, причем, больше всех потери происходят на пленке с напыленным алюминием толщиной 10 нм [2]. Это объясняется поляризационным фактором, а также совпадением ориентации пленки с вектором напряженности электрической компоненты воздействующего поля [1].
Таким образом результаты данного эксперимента в дальнейшем можно использовать для подбора оптимальной пленки с хорошими характеристиками в качестве экрана для электронных устройств.
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